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Area tematica: G. Aplicaciones de nanomateriales en ambiente, energia, agro, alimentos y catalisis

Las heteroestructuras ferroeléctricas ultradelgadas basadas en hafnia epitaxial constituyen una
plataforma ideal para estudiar la relacidn entre estructura cristalina, polarizacion y transporte
a escala nanométrica. En este trabajo se crecieron peliculas delgadas de HfysZros0. sobre
Lag67Sr0.33MnO3/SrTiO3 mediante ablacion laser a distintas presiones parciales de oxigeno.

La caracterizacion por difracciéon de rayos x, mapeo de espacio reciproco en geometria rasante y
microscopia STEM evidencia la estabilizacion de una fase polar predominantemente romboédrica en
espesores del orden de 5-6 nm, con alta calidad cristalina e interfaces abruptas. Las mediciones de
PFM vy los ciclos eléctricos confirman la presencia de polarizacion reversible con valores remanentes
cercanos a 10 uC/cm?.

Al estudiar la respuesta eléctrica en funcion del drea lateral emerge una marcada dependencia con
el tamano: mientras que los dispositivos pequenos presentan conmutacion ferroeléctrica wake-up-free
en estado virgen, las junturas grandes requieren ciclado eléctrico para activar la histéresis, en un
comportamiento tipico de wake-up. Esta activacién se asocia a la redistribucion de defectos como
vacancias de oxigeno y la activacion y depinning de dominios ferroeléctricos.

Nuestros resultados muestran cdmo la estabilizacion epitaxial de la fase polar y el area del dispositivo
determinan la funcionalidad ferroeléctrica de nanojunturas basadas en hafnia.
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